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Technical Explanations — Technische Erlauterungen

The electrical performance of a semiconductor device is
usually expressed in terms of its characteristics and
maximum ratings.

Characteristics are those values, which can be mea-
sured by use of suitable measuring instruments and set-
ups, and provide information on the performance of the
device under specified operating conditions (e.g. at a
given bias). Depending on requirements, they are
quoted either as typical or guaranteed values. Typical
values are expressed as figures or as curves, and are
subject to spreads.

Guaranteed values are preceded either by the symbol
> (greater than) or < (less than). Sometimes the guar-
anteed spread limits are indicated by numbers with dots
between them.

Maximum ratings are values which cannot be ex-
ceeded without risk of damaging the device. Changes in
supply voltage, tolerances of other components in the
circuit and also ambient temperature must be consid-
ered. No single maximum rating must be exceeded,
even if the device is operated well within all other maxi-
mum ratings. The inclusion of the word "admissible" in a
description means that the associated curve defines the
maximum rating.

Using a semiconductor device continuously under ex-
treme load (high temperature, current, voltage, me-
chanical stress etc) may reduce its reliability significantly
even if the maximum ratings are not exceeded.

The following pages provide advice about correct under-
standing of parameters and the implementation of safety
margins.

Die Eigenschaften eines Halbleiterbauelements werden
Ublicherweise durch die Angabe von Kenn- und Grenz-
werten definiert.

Kennwerte sind Eigenschaften eines Halbleiterbauele-
ments, die sich mit zweckentsprechenden Messgeraten
oder Messanordnungen messen lassen und die das Be-
triebsverhalten oder bestimmte elektrische Parameter in
einem definierten Arbeitspunkt ausdriicken. Sie werden
je nach Bedarf als typische Werte oder Garantiewerte
angegeben. Typische Werte sind durch eine Zahl, eine
Kurve oder eine Kurvenschar ausgedriickt und Exemplar-
streuungen unterworfen.

Garantiewerte werden entweder mit den Symbolen >
(groBer als) oder < (kleiner als) oder mit den Grenzen
des garantierten Streubereiches angegeben.

Grenzwerte sind Werte, die der Anwender nicht {ber-
schreiten darf, ohne eine Zerstérung des Bauelements
zu riskieren. Hierbei sind auch Schwankungen der Be-
triebsspannung, Toleranzen anderer Bauelemente sowie
die Umgebungstemperatur zu beriicksichtigen. Ein ein-
zelner Grenzwert darf auch dann nicht Uberschritten
werden, wenn andere Grenzwerte nicht voll ausgenutzt
sind. Bei Kurven erkennt man an dem Wort "zuldssige"
in der Bezeichnung, dass die Kurve als Grenzwert zu be-
trachten ist.

Das dauerhafte Betreiben eines Halbleiterbauelementes
unter extremen Lasten (hohe Temperaturen, Strome,
Spannungen, mechanischer Stress usw.) kann dessen
Zuverlassigkeit deutlich reduzieren, auch wenn die
Grenzwerte dabei nicht iberschritten werden.

Im Folgenden werden Hinweise zum korrekten Verstand-
nis der Parameter und zum Einfiigen von Sicherheitsre-
serven gegeben.
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Maximum ratings

Vpbc — DC Blocking voltage
Maximum admissible value of permanently applied DC
voltage in reverse direction. Required for AEC-Q101
qualification, therefore specified only for -AQ parts. It is
a good practice not to exceed 50% of Vrrm With the per-
manently applied DC voltage

Vrrm — Repetitive Peak Reverse Voltage

Maximum allowable peak value of short repetitive tran-
sient reverse voltages. Since such short transient volt-
ages are hardly predictable, we recommend a safety
margin of minimum 20%.

Vrsm — Surge Peak Reverse Voltage
Maximum allowable peak value of short isolated tran-
sient reverse voltages.

Vvrms —

Recommended Alternating Input Voltage

Maximum value of the sinusoidal RMS input voltage un-
der normal operating conditions with due allowance for
maximum 10% voltage increase. An efficient transient
suppressing network is required in case voltage tran-
sients exceeding 80% of Vrrm are likely to occur.

Viso — Isolation Voltage

All bridge rectifier with specified Viso rating are sub-
jected to an insulation voltage test between the short-
circuited terminals connected and the case respectively
base plate. An alternating voltage of 2500 V is applied
for 1 second.

If this test is repeated by the user either as an
incoming inspection or as a test of the final device, in
accordance with IEC publication 146 resp. DIN EN 60146
/ VDE 0558 only a voltage slowly increasing up to the
above value should be used. If the voltage is applied for
one minute as recommended by the above standard
then the specified value of 2000V should be taken.

During the test, all electrical terminals of the
bridge rectifier must be connected with each other in or-
der to avoid damage by inductively or capacitively in-
duced voltage transients. The test voltage is applied be-
tween the connected terminals and the baseplate.

Pt — Total Power Dissipation

Maximum value of a steady state power dissipation,
temperatures and cooling conditions stated, with no
margins allowed for overload.

Prem — Peak Pulse Power Dissipation
Maximum value of a single power peak, at stated pulse
waveform and temperature.

Technical Explanations — Technische Erlduterungen

Grenzwerte

Vbc — Sperrgleichspannung

Hochstwert der dauernd anliegenden Gleichspannung in
Sperr-Richtung. Wird verlangt fiir die Qualifizierung ge-
maB AEC-Q101, und wird deshalb nur fiir -AQ Bauteile
definiert. Es empfiehlt sich, nicht mehr als 50% des Vgam
als dauernd anliegende Gleichspannung vorzusehen.

Vrrm — Periodische Spitzensperrspannung
Hochstwert von periodisch auftretenden kurzzeitigen
Spannungsspitzen. Da die Hohe solcher Spannungsspit-
zen nur schwer vorhersehbar ist, empfiehlt sich eine Si-
cherheitsreserve von mindestens 20%.

Vrsm — StoBspitzensperrspannung
Hochstwert von gelegentlich auftretenden kurzzeitigen
Spannungsspitzen.

VvrMs —

Empfohlene Anschluss-Wechselspannung
Effektivwert der héchsten Wechselspannung, an der ein
Briickengleichrichter unter normalen Betriebsbedingun-
gen und bei voriibergehenden Spannungserh6hungen
um max. 10 % dauernd betrieben werden kann. Ein
richtig bemessener Uberspannungsschutz ist dann erfor-
derlich, wenn Spannungsspitzen héher als 80% des Vrru
auftreten kénnen.

Viso — Isolationsspannung

Bei jedem Briickengleichrichter mit spezifiziertem Viso-
Parameter wird die Isolierung zwischen den kurzge-
schlossenen Anschliissen und dem Gehduse bzw. der
Bodenplatte eine Sekunde lang mit einer Wechselspan-
nung von 2500V gepriift.

Bei einer Wiederholung der Isolationspriifung
durch den Anwender, z. B. zu Kontrollzwecken oder bei
der Isolationspriifung des fertigen Gerates, darf gemaB
IEC-Publikation 146 bzw. DIN EN 60146 / VDE 0558 nur
mit einer allmahlich auf diesen Wert ansteigenden Span-
nung gepriift werden. Wird die Prifspannung, wie in den
genannten Bestimmungen vorgeschrieben, eine Minute
lang aufrechterhalten, so ist mit dem dort vorgeschriebe-
nen Wert von 2000V zu priifen.

Bei der Prifung sind séamtliche Anschliisse des
Briickengleichrichters miteinander zu verbinden, um eine
unzuldssige Beanspruchung der Dioden durch induktiv
oder kapazitiv Ubertragene Spannungen zu verhindern.
Die Priifspannung wird zwischen den miteinander ver-
bundenen Anschlissen und der Bodenplatte angelegt.

Piwot — Gesamte Verlustleistung

Maximal zuldssiger Wert der Dauerverlustleistungunter
den angegebenen Betriebsbedingungen. Dabei sind kei-
nerlei Uberlastungen zuldssig.

Prem — Impuls-Verlustleistung
Maximal zulassiger Wert der Impuls-Verlustleistung bei
gegebener Kurvenform und Temperatur.
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Maximum ratings

Irav —

Maximum Average Forward Rectified Current
Maximum value of a continuous average forward current
for the current waveform, temperatures and cooling
conditions stated, with no margins allowed for overload.
If e. g. the Iy is defined based on a terminal tempera-
ture T, the user must ensure by according cooling mea-
sures, that admissible terminal temperature is not ex-
ceeded. For that purpose, it is a good practice not to ex-
ceed 50% of the rated Iray.

Irrm — Repetitive Peak Forward Current

Maximum allowable peak value of a repetitive forward
current. It is often specfied as the peak value of a half
sine wave with % period length, which equals to Irv X
2n. A good practice limits this value to about 20% of
Irsw, especially for bridge rectifiers. Some diode data
sheets contain the curve “peak current versus number of
cycles”, here the period length is 2 and peak becomes
Irav X m. Small signal diodes are tested on rectangular
pulses with 50% duty cycle, resulting in Ira x 2. The av-
erage value of the load current is limited in any case by
the maximum admissible junction temperature Tjmax.

Irsm — Maximum Forward Surge Current

Maximum peak value of a single half sinewave current
with specified length superimposed on rated load. Im-
mediately afterwards, the reverse voltage should not ex-
ceed 50 % of the repetitive peak reverse voltage for at
least 10 ms.

i’t — Rating for Fusing

Value for selection of a suitable fuse to protect the diode
against short circuit overload. The i%t-value of the fuse
over the specified time and for the input voltage applied
must be less than the rating for fusing of the diode.

For a half sine wave with peak Irk and length t;, it be-
comes:
i2t=0.5*Ip® * tp

Use for an exponentially decreasing pulse
tp = T (time constant) = 1/In2 * Ty, (half-life)

Timax — Admissible Junction Temperature
This value must not be exceed for short pulse loads. The
permanently occuring junction temperature should stay
for a reliable operation ideally under 100°C respectively
just slightly above. Reason is the commonly valid Arrhe-
nius equation, telling simplified that any temperature ri-
se by 10K reduces the lifetime by half.
T; can be derived as follows:

Tj = Tx + Rix * Prot

Where Py = total power loss, Ry, = thermal resistance
and X =

A: Ambient temperature ')

T: Terminal temperature

L: Lead temperature *)

C: Case temperature — Metallic surface!
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Grenzwerte

Irav — Dauergrenzstrom

Arithmetischer Mittelwert des hdchsten dauernd zuldssi-
gen Durchlass-Stromes unter den angegebenen Be-
triebsbedingungen wie Stromform, Temperaturen und
Kiihlbedingungen. Dabei sind keinerlei Uberlastungen
zulassig. Wenn z. B. der Iryv bei einer bestimmten An-
schlusstemperatur T definiert ist, dann muss der An-
wender sicherstellen, dass diese Temperatur durch ge-
eignete KuhlmaBnahmen nicht (iberschritten wird. Eine
gute Vorgehensweise ist hier die Belastung mit nicht
mehr als 50% des spezifizierten Iray.

Irrm — Periodischer Spitzenstrom

Hochstzuldssiger periodischer Spitzenwert eines wieder-
holbaren Durchlass-Stromes. Er wird oft als Spitzenwert
einer Sinushalbwelle mit " der Periodendauer angege-
ben, was Irv X 2nt entspricht. Es hat sich in der Praxis
bewahrt, diesen Wert auf 20% von Irsw zu begrenzen,
insbesondere bei Briickengleichrichtern. Einige Dioden-
Datenblétter enthalten die Kurve ,Spitzenstrom {ber An-
zahl der Zyklen®. Hier wird mit 2 der Periodenlange ge-
rechnet und der Spitzenwert wird zu Irv x 7. Bei Kleinsi-
gnaldioden wird ein Rechteckimpuls mit einem Tastver-
haltnis von 50 % verwendet, was zu Iray X 2 fihrt. Der
Mittelwert dieses Stromes wird in jedem Fall durch Tjmax
begrenzt.

Irsm — Maximaler StoB3strom

Hochstzuldssiger Scheitelwert einer einmaligen Sinus-
halbwelle der im Datenblatt spezifizierten Lange bei
Nennlast. Unmittelbar danach darf die Sperrspannung
fiir 10 ms nicht mehr als 50% der Spitzensperrspannung
betragen.

i’t — Grenzlastintegral
BezugsgroBe fiir die Auswahl der fir den Kurzschluss-
schutz einer Diode erforderlichen Sicherung. Der i%t-Wert
der Sicherung im spezifizierten Zeitintervall und bei der
vorgesehenen Anschluss-Spannung muss kleiner sein als
das Grenzlastintegral der Diode. Fir eine Sinus-Halbwel-
le der Hohe Ipk und der Lange t; gilt:
i2t=05*%I2 *tp

Bei exponentiell abklingenden Strompulsen ist

tp = T (Zeitkonstante) = 1/In2 * Ty, (Halbwertszeit)

Tijmax — Maximale Sperrschichttemperatur
Dieser Wert darf bei kurzzeitiger Pulsbelastung nicht
Uberschritten werden. Die dauernd auftretende Sperr-
schichttemperatur sollte fiir einen zuverldssigen Betrieb
eines Bauteils idealerweise unter 100°C bleiben bzw. nur
wenig darliber liegen. Grund ist die allgemein giiltige
Arrhenius-Gleichung, die vereinfacht besagt, dass eine
Temperaturerhéhung um 10K die Lebensdauer eines
Produktes halbiert. T; lasst sich wie folgt ermitteln:
Tj = Tx + Rix * Prot

Mit P: = gesamte Verlustleistung, R« = thermischer Wi-
derstand und X =

A: Umgebungstemperatur *)

T: Temperatur Anschluss-/Kontaktflache

L: Temperatur Anschlussdraht *)

C: Temperatur Metallische Gehauseflache

1 Measured as specified in the data sheet — Gemessen wie im Datenblatt spezifiziert
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Characteristics

Vr — Forward Voltage Drop

At specified forward current and temperature. Measured
with pulses, to avoid self-heating. Has a negative tem-
perature coefficient (decreases proportional with rising
temperature).

Ir, Ip — Reverse Current

At specified reverse voltage and temperature. Measured
with pulses, to avoid self-heating. Increases exponen-
tially with rising temperature.

Vz, Ver — Zener or Breakdown Voltage

At specified reverse test current and temperature. Mea-
sured with pulses, to avoid self-heating. The results of
the single devices are distributed inside the given toler-
ance band. The often used E24 standard gives a toler-
ance band which is approximately, but not exactly inside
+5% of the nominal value. Changes with temperature
by the given temperature coefficient:

avz — Temperature Coefficient
Provided with unit [10#/°C]. The drift of the Zener volt-
age can then be calculated by using this formula:

AVz = (Tj— 25°C) * avz * Vzzsec)

t- — Reverse Recovery Time

The time interval between the zero crossing of the for-
ward current after reversing the diode's polarity and the
point at which the decaying reverse current has reached
the value given in the data sheet:

IFh:R EC)

-

Time

—T e

Figure 5.18 — DUT current waveform (condition B)

(From JESD282B.01)

The higher the rectified frequency, the smaller the re-
verse recovery time must be chosen, in order to keep
switching losses small.

Technical Explanations — Technische Erlduterungen

Kennwerte

Vr — Fluss-Spannung

Bei gegebenem Vorwartsstrom und Temperatur. Gemes-
sen mit Pulsen, um Selbsterwdrmung zu vermeiden. Hat
einen negativen Temperaturkoeffizienten (sinkt proporti-
onal zu steigender Temperatur).

Ir, Ip — Sperrstrom

Bei gegebener Sperrspannung und Temperatur. Gemes-
sen mit Pulsen, um Selbsterwdrmung zu vermeiden.
Steigt exponentiell mit steigender Temperatur.

Vz, Ver — Zener- oder Abbruchspannung

Bei gegebenem Teststrom und Temperatur. Gemessen
mit Pulsen, um Selbsterwarmung zu vermeiden. Die Er-
gebnisse der einzelnen Bauelemente streuen innerhalb
des spezifizierten Toleranzbandes. Die oft verwendete
E24-Reihe ergibt ein Toleranzband, das ungefdhr, aber
nicht exakt £5% um den Nennwert herum liegt. Andert
sich mit der Temperatur gemaB dem gegebenen Tempe-
raturkoeffizienten:

avz — Temperaturkoeffizient
Angegeben in der Einheit [104/°C]. Die Drift der Zener-
spannung kann somit ber diese Formel ermittelt wer-
den:

AVz = (Tj = 25°C) * avz * Vz@sec)

tir — Sperrverzugszeit

Zeit zwischen dem Nulldurchgang des Durchlass-Stromes
nach dem Umpolen der Diode und dem Zeitpunkt, zu
dem der abklingenden Sperrstrom den im Datenblatt an-
gegebenen Wert erreicht hat:

le lairecy

Time

Figure 518 — DUT current waveform (condition B)

(Aus JESD282B.01)

Die Sperrverzugszeit muss umso kleiner gewahlt werden,
je hoher die gleichgerichtete Frequenz ist, um die Schalt-
verluste klein zu halten.
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Characteristics

C; — Junction Capacitance
Includes beside the capacitance of the junction also that
of the contact terminals of the device. Also called total
capacitance or virtual junction capacitance. Changes
with reverse voltage applied.

C. — Capacitance of Load Capacitor

R: — Protective Resistance

The values of load capacitor and protective resistance
provided in some bridge rectifier data sheets are
recommendations for a safe operation of the device.

They are chosen in a way that the inrush current during
initial turn-on with maximum admissible voltage
amplitude does not overload the rectifier (parameter
IFSM!):

Rt = Vrem / Trsm

The value of the equivalent resistance R: includes all
components in the path loading the capacitor. If e. g. a
transformer is used, the electrical impedance of its
winding can be added to R..

In case the Ry time constant is less than a quarter of
the 50 Hz mains period, C. can be charged within a
single cycle duration:

C.=5ms/R:

The inrush current per every bridge diode occurs then as
a single pulse only!

Rux — Thermal Resistance Junction to X
Where X = A: Ambient temperature ')
T: Terminal temperature
L: Lead temperature !)
C: Case temperature at metallic surface!

This value is specified (correctly) in K/W = Kelvin per-
Watt. Some competitors specify (wrongly) this parame-
ter in "°C/W"; both can be used in the identical way,
there is no conversion required!
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Kennwerte

C; — Sperrschichtkapazitat

Beinhaltet neben der Sperrschichtkapazitat auch die
Kapazitdt der Kontaktanschliisse des Bauteils. Wird
daher auch Gesamtkapazitat oder virtuelle Sperrschicht-
kapazitit genannt. Andert sich mit der angelegten
Sperrspannung.

C. — Kapazitat des Ladekondensators

R; — Schutzwiderstand

Die Werte von Ladekondensator und Schutzwiderstand
in einigen Datenblattern von Briickengleichrichtern sind
Empfehlungen fiir einen sicheren Betrieb des Bauteils.

Sie sind so gewahlt, dass der LadestromstoB beim
Einschalten mit der héchsten zulassigen
Spannungsamplitude den Gleichrichter (Parameter Irsm!)
nicht Uiberlasten:

Rt = Virru / Trsm

Der Ersatzwiderstand R: schlieft die Widerstdnde aller
Elemente in dem vom Ladestrom durchflossenen
Stromkreis ein. So kann z. B. die Impedanz der Wicklung
eines vorhandenen Transformators zu R: hinzugerechnet
werden.

Falls die R« Zeitkonstante kleiner ist als 4 der 50 Hz-
Netzperiode, kann C. innerhalb einer einzigen Perioden-
dauer aufgeladen werden:

C.=5ms/R:

Der EinschaltstromstoB tritt dann pro Briickendiode nur
als Einzelpuls auf!

Rux — Thermischer Widerstand Sperrschicht zu X
Mit X = A: Umgebungstemperatur ')

T: Temperatur Anschluss-/Kontaktflache

L: Temperatur Anschlussdraht ?)

C: Temperatur Metallische Gehaduseflache

Dieser wird (korrekt) in K/W = Kelvin pro Watt angege-
ben. Manche Wettbewerber geben (félschlicherweise)
den Wert in "°C/W" an; beide Werte sind identisch ver-
wendbar, eine Umrechnung ist nicht nétig!

1 Measured as specified in the data sheet — Gemessen wie im Datenblatt spezifiziert
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List of Symbols — Symbolverzeichnis

e

Qvz

Ctot
G
Dy

ERSM

fy
fr

Fpmax

Ors
hFE
i2t

Tsm)
Iso
TIemy
Inw)
Ir

IFAV

Trrm
Trsm
Trsm
Ik

Ir

Tem
Teem
Ir
Trsm
Iz
Tzmax
Tztest
Ivo Y)
Lus %)
i’t
Puavy
Pepm, Pzsm

Ptot

RDS(on)
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List of Symbols — Symbolverzeichnis

Temperature coefficient alpha I»
Temperature coefficient alpha V-
(Virtual) junction capacitance
Total capacitance

Capacitance of load capacitor
Delta/difference between X and Y
Non-repetitive peak reverse avalanche energy
Frequency

Pulse frequency

Gain-bandwidth product

Noise figure

Maximum pressing force
Forward transconductance

DC current gain

Rating for fusing

Instantaneous forward current
(Maximum) Base current
Breakover current

(Maximum) Collector current
(Maximum) Drain current
Forward current

Maximum average forward current of a diode /
at the output of a bridge rectifier

Repetitive peak forward current

Surge forward current (non-repetitive)

... of lowest current or reverse voltage class
Cathode current

Pinch-off current, regulator current

Peak trigger current

Peak pulse current

Reverse (leakage) current; reference current
Non-repetitive peak reverse avalanche current
Zener current, operating current in breakdown
Maximum admissible Zener current

Zener current used for testing V;

Current from X to Y, 3™ pin open

Current from X to Y, 3™ pin short

Rating for fusing

Steady stade power dissipation

Peak pulse power dissipation

Total power dissipation

Drain-Source on-resistance

1 X,Y=C,E B, or/oderD,S, G

Temperaturkoeffizient Alpha Ip
Temperaturkoeffizient Alpha V;
(Virtuelle) Sperrschichtkapazitat
Gesamtkapazitat

Kapazitat des Ladekondensators
Delta/Differenz zwischen X und Y
Einmalige Avalanche-Energie in Sperr-Richtung
Frequenz

Impulsfrequenz

Transitfrequenz

RauschmaB

Maximale Einpresskraft
Ubertragungssteilheit
Kollektor-Basis Stromverhaltnis
Grenzlastintegral
Augenblickswert des Durchlassstromes
(Maximaler) Basis-Strom
Durchbruchstrom

(Maximaler) Kollektor-Strom
(Maximaler) Drain-Strom
Durchlass-Strom

Dauergrenzstrom einer Diode /
am Ausgang eines Briickengleichrichters

Periodischer Durchlass-Spitzenstrom
StoBstrom (nicht periodisch)

... der niedrigsten Strom- oder Spannungsklasse
Kathodenstrom

Begrenzerstrom

Trigger Strom (Spitzenwert)

Impulsstrom (Spitzenwert)

Sperrstrom, Leckstrom; Referenzstrom
Einmaliger Avalanche-Strom in Sperr-Richtung
Zener-Strom, Arbeitsstrom im Abbruch
Maximal zulassiger Zener-Strom

Zener-Strom zur Messung von V;

Strom von X nach Y, 3. Anschluss offen

Strom von X nach Y, 3. Anschluss kurz
Grenzlastintegral

Verlustleistung im Dauerbetrieb
Impuls-Verlustleistung

Gesamt-Verlustleistung

Drain-Source Einschaltwiderstand
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Rinc

Ren
Rent
Rena
R¢

I
e
ton
ton
t
e
T
Ta
T;

VCEsat

Ve

Ve

Vr
VEi2s
Ves(tn)
Viso
Via

A

Vr

Vro
Vrer
Vrem
Vesm
Vyvrms
Vim
Vo )
Vixrs ')
V;

Za

Zin
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Thermal resistance junction to case
(= metallic part of the case / heat flange)

Thermal resistance junction to lead
Thermal resistance junction to terminals
Thermal resistance junction to ambient

Protective resistance, e. g. transformer equivalent
impedance

Dynamic resistance of Zener characteristic
Forward recovery time

turn-on time

turn-off time

Pulse duration

Reverse recovery time

Temperature, Duration of a full cycle
Ambient temperature

Junction temperature

Storage temperature

Temperature of the terminals (SMD)
Peak operating voltage

Breakdown voltage

Breakover voltage

Clamping voltage

Collector-Emitter saturation voltage
Maximum DC blocking voltage
Forward voltage drop

... of lowest current or reverse voltage class
... at 125°C

Gate-Source threshold voltage
Isolation voltage

Cathode voltage

Limiting voltage

Reverse voltage

Rated DC voltage in half-wave rectification
Reference voltage

Repetitive peak reverse voltage

Surge peak reverse voltage

Maximum alternating input voltage
Maximum stand-off voltage

Voltage between X and Y, 3" pin open
Voltage between X and Y, 3" pin short
Zener voltage

Dynamic output impedance

Transient thermal impedance

2 X, Y=C,E B,or/foderD,S, G

List of Symbols — Symbolverzeichnis

Warmewiderstand Sperrschicht — Gehaduse
(= metallischer Teil des Gehduses / Kiihlfahne)

Warmewiderstand Sperrschicht - Anschlussdraht
Warmewiderstand Sperrschicht - Kontaktflache
Warmewiderstand Sperrschicht - Umgebung

Schutzwiderstand, z. B. dquivalente Transformator-
impedanz

Differentieller Widerstand der Zener-Kennlinie
Durchlassverzug

Einschaltzeit

Ausschaltzeit

Impulsdauer

Sperrverzug

Temperatur, Periodendauer
Umgebungstemperatur
Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperatur

Temperatur der Kontaktflachen (SMD)
Maximale Arbeitsspannung

Abbruchspannung

Blockier-, Durchbruchspannung
Begrenzerspannung

Kollektor-Emitter Sattigungsspannung
Maximale Gleichspannung in Sperr-Richtung
Durchlass-Spannung

... der niedrigsten Strom- oder Spannungsklasse
... bei 125°C

Gate-Source Schwellspannung
Isolationsspannung

Kathoden-Spannung

Grenzspannung

Sperrspannung

Anschlussgleichspannung in Einweggleichrichtung
Referenzspannung

Periodische Spitzensperrspannung
StoBspitzensperrspannung

Maximale Eingangswechselspannung

Maximale Sperrspannung

Spannung zwischen X und Y, 3. Anschluss offen
Spannung zwischen X und Y, 3. Anschluss kurz
Zener-Spannung, Referenzspannung
Ausgangsimpedanz

Transienter Warmewiderstand

http://www.diotec.com/

© Diotec Semiconductor AG



All rights reserved

The information presented in our data sheets and other docu-
ments is to the best of our knowledge true and accurate. It de-
scribes the type of component or application and shall not be
considered as assured characteristics. No warranty or guaran-
tee, expressed or implied is made regarding the capacity, deliv-
ery, performance or suitability of any product or circuit etc, nei-
ther does it convey any license under the patent rights of oth-
ers.

Diotec reserves the right to make changes without further no-
tice. However, regular updating of all product information is
provided on our website '). All Diotec products are sold and
shipped subject to our “Standard Terms and Conditions of Busi-
ness” ?). The reproduction of all documents is prohibited with-
out the expressed written permission of Diotec Semiconductor
AG's Managing Board.

Disclaimer

1. All products described or contained are designed and in-
tended for use in standard applications, so called commercial/
industrial grade, requiring an ordinary level of reliability.

2. Some products are available with the special grades “AEC-
Q101 compliant” respectively “"AEC-Q101 qualified”. These are
automotive standards 3).

3. Customers using these parts in applications requiring a spe-
cial or specific grade of quality or reliability, such as (but not
limited to) life supporting devices or systems, where failure or
malfunction of the product may directly affect human life or
health, are obliged to validate whether the use in such cases is
appropriate.

Diotec does not assume any liability arising out of such applica-
tions or uses of its products. Usage in all such cases is on the
own and sole risk of the customer.

4. Although Diotec continuously enhances the quality and relia-
bility of its products, customers must incorporate sufficient
safety measures in their designs, such as redundancy, fire con-
tainment, and anti-failure, so that personal injury, fire or envi-
ronmental damage can be prevented. Diotec excludes explicitly
every implied warranty or liability regarding the fitness of the
products to any other than standard applications.

5. All information described or contained herein are subject to
change without notice. Please contact Diotec to obtain the lat-
est information before incorporating Diotec products into any
design.

6. All information described and contained herein are intended
only to enable the buyer to order Diotec's products. The infor-
mation must not be used for any other purpose.

7. In the event that any product described or contained herein
falls under the category of strategic products controlled by the
German Federal Office of Economics and Export Control, this
product must not be exported without obtaining an export li-
cense from the German Federal Ministry for Economic Affairs
and Climate Action in accordance with the valid laws.

:{j‘ Diotec

Semiconductor

Alle Rechte vorbehalten

Die Angaben in unseren Datenbldttern und sonstigen Doku-
menten sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Sie
dienen jedoch allein der Beschreibung und sind nicht als zuge-
sagte Eigenschaften im Rechts-Sinne zu verstehen. Es wird kei-
ne Gewahr beziiglich Liefermdglichkeit, Ausfihrung oder Ein-
satzmdglichkeit der Bauelemente (ibernommen, noch dass die
angegebenen Bauelemente, Baugruppen, Schaltungen etc. frei
von Schutzrechten sind.

Wir behalten uns Anderungen der aufgefiihrten Daten ohne
vorherige Ankiindigung vor. Alle Anderungen werden jedoch re-
gelmaBig auf unserer Internet-Seite verdffentlicht ). Verkauf
und Lieferung von Diotec-Produkten erfolgt gemaB unseren
“Allgemeinen Geschaftsbedingungen” ?). Die Vervielfaltigung al-
ler Dokumente ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Vor-
standes der Diotec Semiconductor AG gestattet.

Haftungsausschluss

1. Alle beschriebenen oder enthaltenen Produkte sind fiir den
Gebrauch in Standardanwendungen mit einem gewdhnlichen
Zuverlassigkeitsniveau entworfen und bestimmt, bekannt als
kommerziell/industrielle Anwendungen.

2, Einige Produkte sind mit den speziellen Qualifikationen , AEC-
Q101 konform" oder ,AEC-Q101 qualifiziert" erhdltlich. Dies
sind Automotive-Standards 3).

3. Falls diese Produkte in Anwendungen verwendet werden sol-
len, die einen besonderen Grad der Qualitdt oder Zuverldssig-
keit erfordern, z. B. (aber nicht begrenzt auf) lebenserhaltende
Gerate oder Systeme, bei denen durch Ausfall oder eine Sto-
rung des Produktes menschliches Leben oder Gesundheit direkt
beeinflusst werden kann, ist der Anwender verpflichtet sicher-
zustellen, dass der beabsichtigte Gebrauch des vorgesehenen
Produktes unbedenklich ist.

Diotec libernimmt keine Haftung die sich aus solchen Anwen-
dungen oder der Verwendung der Produkte ergibt. Der Ge-
brauch fiir alle solche Anwendungen erfolgt auf eigenes und
ausschlieBliches Risiko des Anwenders.

4, Obwohl Diotec die Qualitat und die Zuverlassigkeit seiner
Produkte bestandig erhoht, miissen Kunden ausreichende Si-
cherheitsvorkehrungen in ihren Designs vornehmen — wie Red-
undanz, Feuereinddmmung und Ausfallschutz — damit Perso-
nenschaden, Feuer oder Umweltschadigung verhindert werden
kdnnen. Diotec schlieBt ausdriicklich jede implizierte Garantie
oder Verbindlichkeit aus, welche die Eignung der Produkte zu
irgendwelchen anderen als Standardanwendungen betrifft.

5. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind,
konnen jederzeit ohne jede Benachrichtigung geandert werden.
Vor Einsatz eines Diotec Produktes in irgendeiner Anwendung
sind bei Diotec die neuesten Informationen einzuholen.

6. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind,
sollen dem Kunden nur ermdglichen, Diotec Produkte zu bestel-
len. Die Informationen diirfen zu keinem anderen Zweck ver-
wendet werden.

7. Sollte ein hier beschriebenes oder enthaltenes Produkt unter
Beschrankungen fallen, die durch das deutsche Bundesamt fiir
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geregelt werden, darf dieses
Produkt in Ubereinstimmung mit den giiltigen Gesetzen nicht
ohne Exportgenehmigung vom deutschen Bundesministerium
fiir Wirtschaft und Klimaschutz exportiert werden.

Refer to http://diotec.com/ “Products/Product Changes” respectively “News/Datasheets”

Siehe http://diotec.com/ ,Produkte/Produktédnderungen™ bzw. ,News/Datenblatter"

2 Refer data book or http://diotec.com/ “Company” — Siehe Datenbuch oder http://diotec.com/ ,Unternehmen®
3 Refer to http://diotec.com/ “Products/Information/Qualification/Commercial Grade and AEC-Q101”

Siehe http://diotec.com/ ,Produkte/Informationen/Qualifizierung/Standard und AEC-Q101"
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